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(57) Zusammenfassung: Es wird ein strahlungsemittieren-
des Halbleiterbauteil angegeben, umfassend

- einen Leuchtdiodenchip (1) mit

- zumindest zwei unabhangig voneinander betreibbaren
Emissionsbereichen (2a, 2b),

- zumindest zwei unterschiedlich ausgestalteten Konversi-
onselementen (31, 32), wobei

- jeder der Emissionsbereiche (2a, 2b) im Betrieb des
Leuchtdiodenchips (1) zur Erzeugung von elektromagneti-
scher Primarstrahlung vorgesehen ist, - jeder Emissions-
bereich (2a, 2b) eine Emissionsflache (21, 22) aufweist,
durch welche zumindest ein Teil der Primarstrahlung aus
dem Leuchtdiodenchip (1) ausgekoppelt wird,

- die Konversionselemente (31, 32) zur Absorption zumin-
dest eines Teils der Primarstrahlung und zur Re-Emission
von Sekundarstrahlung vorgesehen sind,

- die unterschiedlich ausgestalteten Konversionselemente
(31, 32) unterschiedlichen Emissionsflachen nachgeordnet
sind,

- ein elektrisches Widerstandselement (4), das zu zumin-
dest einem der Emissionsbereiche (2a, 2b) in Reihe oder
parallel geschaltet ist.
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Beschreibung

[0001] Es wird ein strahlungsemittierendes Halblei-
terbauteil angegeben.

[0002] Die Druckschrift US 2007/0252512 A1 be-
schreibt ein strahlungsemittierendes Halbleiterbau-
teil.

[0003] Um mit Leuchtdiodenchips mischfarbiges,
insbesondere weilles Licht, zu erzeugen, kdénnen
Konversionselemente im Strahlengang der vom
Leuchtdiodenchip emittierten Primarstrahlung ge-
nutzt werden, um einen Teil der kurzwelligen Priméar-
strahlung in langerwellige Sekundarstrahlung zu kon-
vertieren.

[0004] Das Intensitatsverhaltnis von Primarstrah-
lung zu Sekundarstrahlung bestimmt die Emissions-
farbe des emittierten Lichts. In der Praxis differieren
zum einen die Wellenlangen der Primarstrahlung un-
terschiedlicher Leuchtdiodenchips — auch wenn die-
se gemeinsam hergestellt sind und zum Beispiel aus
einem einzigen Wafer stammen — und zum anderen
die optischen Dicken der Konversionselemente, so
dass es zu einer unerwinschten Verteilung der resul-
tierenden Emissionsfarbe kommt.

[0005] Dieses Problem kénnte dadurch geldst wer-
den, dass aus einem genigend grof3en Produktions-
volumen durch Messung von Leuchtdiodenchips mit
Emissionsfarben innerhalb bestimmter gewlinschter
Grenzen Leuchtdiodenchips sortiert werden (so ge-
nanntes Binning). Der dabei resultierende Aus-
schuss, der nicht verwertbar ist, fuhrt dazu, dass die-
ses Verfahren nur eingeschrankt wirtschaftlich betrie-
ben werden kann.

[0006] Eine zu l6sende Aufgabe besteht darin, ein
strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil anzuge-
ben, bei dem die Farbe des emittierten Lichts einge-
stellt werden kann.

[0007] Gemal zumindest einer Ausfiuihrungsform
des strahlungsemittierenden Halbleiterbauteils um-
fasst das Halbleiterbauteil einen Leuchtdiodenchip.
Der Leuchtdiodenchip umfasst zumindest zwei unab-
hangig voneinander betreibbare Emissionsbereiche.

[0008] Das heifdt, der Leuchtdiodenchip istin zumin-
dest zwei Emissionsbereiche separiert, die unabhan-
gig voneinander betrieben werden kénnen. In den
Emissionsbereichen kann zu gleichen oder zu unter-
schiedlichen Zeiten elektromagnetische Strahlung
erzeugt werden. Ferner kdnnen die Emissionsberei-
che mit unterschiedlicher Stromstarke bestromt wer-
den, so dass von den Emissionsbereichen elektro-
magnetische Strahlung mit voneinander unterschied-
licher Intensitat erzeugt werden kann.
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[0009] GemaR zumindest einer Ausfiihrungsform
des strahlungsemittierenden Halbleiterbauteils um-
fasst der Leuchtdiodenchip zumindest zwei unter-
schiedlich ausgestaltete Konversionselemente. ,Un-
terschiedlich ausgestaltet” bedeutet dabei, dass die
Konversionselemente, wenn sie mit elektromagneti-
scher Strahlung derselben Wellenldnge und dersel-
ben Intensitat durchstrahlt werden, voneinander un-
terschiedliche Sekundéarstrahlung emittieren. Bei-
spielsweise koénnen sich die Konversionselemente
hinsichtlich ihrer geometrischen Abmessungen, wie
beispielsweise ihrer Dicke, und/oder ihrer Zusam-
mensetzung voneinander unterscheiden.

[0010] Beispielsweise kann ein erstes Konversions-
element einen ersten Leuchtstoff enthalten, wahrend
das zweite Konversionselement einen zweiten
Leuchtstoff enthalt.

[0011] GemaR zumindest einer Ausfiihrungsform
des Halbleiterbauteils ist jeder der Emissionsberei-
che des Leuchtdiodenchips im Betrieb zur Erzeu-
gung von elektromagnetischer Primarstrahlung vor-
gesehen. Die Emissionsbereiche kdnnen beispiels-
weise jeweils eine aktive Zone aufweisen, in der im
Betrieb des Leuchtdiodenchips elektromagnetische
Strahlung erzeugt werden kann. Die Emissionsberei-
che kénnen gleichartig gebildete aktive Zonen auf-
weisen, so dass die in den Emissionsbereichen er-
zeugte Primarstrahlung jeweils die gleiche Wellen-
lange aufweist.

[0012] Die Erzeugung der Emissionsbereiche kann
beispielsweise durch die Strukturierung eines Kon-
taktes des Leuchtdiodenchips erfolgen. Bevorzugt
wird dabei der Kontakt, der die schlechtere Querleit-
fahigkeit aufweist, strukturiert. Die Emissionsberei-
che kénnen dann eine gemeinsame aktive Schicht
umfassen, die sich durch samtliche Emissionsberei-
che erstreckt, so dass die aktiven Zonen der Emissi-
onsbereiche gleichartig aufgebaut sind.

[0013] Die Strukturierung des Kontakts kann dabei
durch vollstandige Abwesenheit des Kontaktes an
den Stellen zwischen den Emissionsbereichen reali-
siert sein. Ferner ist es moglich, dass zwischen den
Emissionsbereichen Stellen mit hohem Kontaktwi-
derstand vorhanden sind, die zu einer elektrischen
Entkoppelung der Emissionsbereiche flihren. Ferner
ist es moglich, dass zur Separierung des Leuchtdio-
denchips in mehrere Emissionsbereiche der Halblei-
terkorper des Leuchtdiodenchips selbst strukturiert
ist, so dass beispielsweise eine aktive Schicht durch-
trennt ist.

[0014] GemalR zumindest einer Ausfiihrungsform
des Halbleiterbauteils weist jeder Emissionsbereich
des Leuchtdiodenchips eine Emissionsflache auf,
durch welche zumindest ein Teil der Primarstrahlung
aus dem Leuchtdiodenchip ausgekoppelt wird. Die
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Emissionsflachen sind beispielsweise in einer Haupt-
flache des Leuchtdiodenchips an seiner Oberseite
angeordnet.

[0015] Gemal zumindest einer Ausfiuhrungsform
des Halbleiterbauteils sind die Konversionselemente
zur Absorption zumindest eines Teils der Primar-
strahlung und zur Re-Emission von Sekundarstrah-
lung vorgesehen. Beispielsweise handelt es sich bei
der Primarstrahlung um elektromagnetische Strah-
lung aus dem Wellenldngenbereich von blauem
Licht. Die Konversionselemente kénnen dann zur
Re-Emission von gelbem Licht als Sekundarstrah-
lung vorgesehen sein. Primarstrahlung und Sekun-
darstrahlung kénnen sich zu weilem Licht mischen.

[0016] Gemal zumindest einer Ausfiuihrungsform
des Halbleiterbauteils sind unterschiedlich ausgestal-
tete Konversionselemente unterschiedlichen Emissi-
onsflachen des Leuchtdiodenchips nachgeordnet.
Das heiflt, zumindest zwei der Emissionsbereiche
des Leuchtdiodenchips weisen jeweils eine Emissi-
onsflache auf, wobei jeder Emissionsflache ein Kon-
versionselement nachgeordnet ist und sich die Kon-
versionselemente in ihrer Ausgestaltung voneinan-
der unterscheiden. Auf diese Weise unterscheidet
sich auch das von den beiden Emissionsflachen her
emittierte Mischlicht voneinander.

[0017] Gemal zumindest einer Ausfiuhrungsform
des strahlungsemittierenden Halbleiterbauteils um-
fasst das strahlungsemittierende Halbleiterbauteil ein
elektrisches Widerstandselement. Bei dem elektri-
schen Widerstandselement handelt es sich um ein
Bauelement, das einen vorgebbaren, bevorzugt ein-
stellbaren elektrischen Widerstand aufweist. Das
elektrische Widerstandselement ist zumindest zu ei-
nem der Emissionsbereiche in Reihe oder parallel
geschaltet. Das Halbleiterbauteil kann dabei auch
mehrere elektrische Widerstandselemente aufwei-
sen, welche unterschiedlichen Emissionsbereichen
zugeordnet sein kénnen.

[0018] Beispielsweise konnen die Emissionsberei-
che des Leuchtdiodenchips in Reihe oder parallel
verschaltet werden. Um das Intensitatsverhaltnis der
von den Emissionsbereichen emittierten Primarstrah-
lung einstellen zu kénnen, kénnen im Falle der Rei-
henschaltung elektrische Widerstandselemente par-
allel zu den Emissionsbereichen geschaltet werden
und im Falle der Parallelschaltung kénnen den Emis-
sionsbereichen elektrische Widerstandselemente in
Reihe geschaltet werden. Die Parallelschaltung der
Emissionsbereiche bietet dabei den Vorteil einer ge-
meinsamen Kathode oder Anode, was den Aufwand
fur die Herstellung des Leuchtdiodenchips des Halb-
leiterbauteils reduzieren kann.

[0019] Es wird ein strahlungsemittierendes Halblei-
terbauteil angegeben, das einen Leuchtdiodenchip
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und ein elektrisches Widerstandselement aufweist.
Der Leuchtdiodenchip umfasst zumindest zwei unab-
hangig voneinander betreibbare Emissionsbereiche,
das elektrische Widerstandselement ist zumindest ei-
nem der Emissionsbereiche in Reihe oder parallel
geschaltet. Der Leuchtdiodenchip umfasst ferner zu-
mindest zwei unterschiedlich ausgestaltete Konversi-
onselemente. Jeder der Emissionsbereiche des
Leuchtdiodenchips ist im Betrieb zur Erzeugung von
elektromagnetischer Primarstrahlung vorgesehen
und jeder Emissionsbereich weist eine Emissionsfla-
che auf, durch welche zumindest ein Teil der Primar-
strahlung aus dem Leuchtdiodenchip ausgekoppelt
wird. Die Konversionselemente sind zur Absorption
zumindest eines Teils der Priméarstrahlung und zur
Re-Emission von Sekundéarstrahlung vorgesehen,
wobei die unterschiedlich ausgestalteten Konversi-
onselemente unterschiedlichen Emissionsflachen
nachgeordnet sind.

[0020] Es wird also gemaR zumindest einer Ausfih-
rungsform ein Halbleiterbauteil angegeben, das ei-
nen segmentierten Leuchtdiodenchip mit zumindest
zwei Emissionsbereichen umfasst, dessen Emissi-
onsbereiche separat voneinander elektrisch ansteu-
erbar sind. Konversionselemente fiir die Emissions-
bereiche kénnen unterschiedliche Emissionswellen-
langen und/oder unterschiedliche Emissionsintensi-
taten aufweisen. Entsprechend einer ersten Mes-
sung koénnen die Intensitaten der in den Emissions-
bereichen erzeugten Priméarstrahlung mittels des
elektrischen Widerstandselements eingestellt wer-
den. Insgesamt ist auf diese Weise ein Halbleiterbau-
teil angegeben, bei dem eine Gesamtemission defi-
nierter Farbe eingestellt werden kann.

[0021] Beim vorliegenden strahlungsemittierenden
Halbleiterbauteil ist es gemafl zumindest einer Aus-
fuhrungsform mdoglich, dass das elektrische Wider-
standselement ein Bauelement ist, das vom Leucht-
diodenchip raumlich getrennt ist. Beispielsweise
kann der Leuchtdiodenchip fiir jeden Emissionsbe-
reich zumindest eine Kontaktstelle umfassen, an der
ein externes elektrisches Widerstandselement ange-
schlossen werden kann. Das elektrische Widerstand-
selement kann dann beispielsweise einen einstellba-
ren Widerstand aufweisen, so dass das strahlungse-
mittierende Halbleiterbauteil eine farblich durch-
stimmbare Lichtquelle darstellt.

[0022] Beispielsweise kann das elektrische Wider-
standselement in dieser Ausfuhrungsform auf einem
gemeinsamen Trager von Leuchtdiodenchip und
elektrischem Widerstandselement angeordnet sein.
Bei einem solchen Trager kann es sich beispielswei-
se um eine Leiterplatte handeln, auf der auch weitere
elektronische Bauelemente, wie zum Beispiel eine
elektronische Speichereinheit, angeordnet sind. Mit-
tels der Speichereinheit kdnnen verschiedene An-
steuerungsmuster und Intensitatsverhaltnisse fir die
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von den Emissionsbereichen erzeugte Primarstrah-
lung gespeichert und fur den Betrieb des strahlungs-
emittierenden Halbleiterbauteils abrufbar sein.

[0023] Gemal zumindest einer Ausfiihrungsform
des strahlungsemittierenden Halbleiterbauteils ist
das Widerstandselement in den Leuchtdiodenchip in-
tegriert. Das Widerstandselement kann dazu bei-
spielsweise in einen Trager fir die Emissionsberei-
che des Leuchtdiodenchips integriert sein. Ferner ist
es mdoglich, dass das Widerstandselement auf einer
AuRenflache des Leuchtdiodenchips angeordnet ist.
Beide Falle erlauben ein strahlungsemittierendes
Halbleiterbauteil, das besonders kompakt aufgebaut
ist.

[0024] Gemal zumindest einer Ausfuhrungsform
des strahlungsemittierenden Halbleiterbauteils ist
das Widerstandselement als Schicht ausgebildet, die
auf eine Aulienflache des Leuchtdiodenchips aufge-
bracht ist. Die Schicht kann zum Beispiel als Metall-
schicht oder als Schicht aus einem dotierten Halblei-
termaterial ausgebildet sein. Die Schicht kann bei-
spielsweise direkt auf den Halbleiterkrper des
Leuchtdiodenchips aufgebracht sein. Beispielsweise
ist die Schicht auf diejenige Hauptflache des Leucht-
diodenchips aufgebracht, welche auch die Emissi-
onsflachen der einzelnen Emissionsbereiche um-
fasst. Das heif3t die Schicht ist beispielsweise an der
Oberseite des Leuchtdiodenchips auf diesem ange-
ordnet.

[0025] Ferner ist es mdglich, dass das Widerstand-
selement unterhalb den Emissionsflachen angeord-
net ist. Das Widerstandselement kann zum Beispiel
zwischen dem Leuchtdiodenchip und einem Trager
angeordnet sein.

[0026] Gemall zumindest einer Ausfiuihrungsform
des strahlungsemittierenden Halbleiterbauteils weist
die Schicht, die das Widerstandselement bildet, eine
Vielzahl von elektrisch leitenden Abschnitten auf. Die
elektrisch leitenden Abschnitte sind beispielsweise
streifenformig ausgebildet und zumindest stellenwei-
se miteinander verbunden. Beispielsweise kénnen
die Abschnitte der Schicht ein netzartiges Gitter bil-
den. Zumindest einer der Abschnitte kann zur Ein-
stellung des Widerstands des Widerstandselements
durchtrennt sein. Durch diesen Abschnitt kann im Be-
trieb des Leuchtdiodenchips dann kein Strom flieRen.
Durch die Durchtrennung zumindest eines der elek-
trisch leitenden Abschnitte wird die Anzahl der elek-
trisch leitenden Verbindungen zwischen zwei An-
schlussstellen des Widerstandselements reduziert,
so dass sich der elektrische Widerstand des Wider-
standselements durch das Durchtrennen vergrofiern
|asst.

[0027] Alternativ kann der Widerstand auch da-
durch verandert werden, dass vorgegebene elek-
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trisch leitfahige Teilstrukturen zumindest teilweise
miteinander verbunden werden. Die leitfahigen Ver-
bindungen kénnen zum Beispiel durch leitfahige Kle-
bematerialien oder galvanisch aufgebracht werden.

[0028] GemalR zumindest einer Ausfiihrungsform
des strahlungsemittierenden Halbleiterbauteils ist je-
der Emissionsflache des Leuchtdiodenchips ein Kon-
versionselement nachgeordnet, wobei sich die Pri-
marstrahlung und die Sekundarstrahlung jeweils zu
weilRem Mischlicht mischen. Das heil3t, in dieser Aus-
fuhrungsform emittiert der Leuchtdiodenchip von je-
der Emissionsflache her weiles Mischlicht. Das
Mischlicht der einzelnen Emissionsflachen mischt
sich fur den Betrachter wiederum zu einem Gesamt-
licht. Das Mischlicht unterschiedlicher Emissionsfla-
chen kann sich dabei hinsichtlich seines Farbortes
und/oder seiner Farbtemperatur und/oder seiner Hel-
ligkeit unterscheiden.

[0029] GemaR zumindest einer Ausfiihrungsform
des strahlungsemittierenden Halbleiterbauteils unter-
scheiden sich unterschiedlich ausgestaltete Konver-
sionselemente hinsichtlich ihrer Dicken. Die Dicke
des Konversionselements wird dabei beispielsweise
in einer Richtung gemessen, die senkrecht zur ersten
Hauptflache des Leuchtdiodenchips verlauft, in wel-
cher sich auch die Emissionsflachen des Leuchtdio-
denchips befinden. Zur Herstellung der unterschied-
lich ausgestalteten Konversionselemente kann bei-
spielsweise auf alle Emissionsflachen dasselbe Kon-
versionselement aufgebracht werden, wobei die Di-
cke des Konversionselements zum Beispiel durch
SpritzgieRen in gestuften Formen oder durch Materi-
alabtrag Uber einer Emissionsflache — zum Beispiel
durch Schleifen oder Sagen mit gestuften Werkzeu-
gen oder durch ortsselektives Abtragen mittels Atzen
oder Ablatieren — einstellbar ist.

[0030] Alternativ oder zusatzlich zur Verwendung
von Konversionselementen mit unterschiedlichen Di-
cken ist es auch moéglich, dass Konversionselemente
unterschiedlicher Materialzusammensetzung zum
Einsatz kommen. Ferner ist die Verwendung von
mehrlagigen Konversionselementen moglich, wobei
zum Beispiel unterschiedliche Lagen des Konversi-
onselements unterschiedliche Leuchtstoffe umfas-
sen kénnen. Auch bei solchen Konversionselemen-
ten kann eine Einstellung des Farborts des resultie-
renden Mischlichts durch die Einstellung der Dicke
der einzelnen Lagen des Konversionselements erfol-
gen. Beispielsweise kann es sich dann bei dem Kon-
versionselement um ein zusammenlaminiertes,
mehrschichtiges Konversionselement handeln, das
Uber unterschiedlichen Emissionsflachen unter-
schiedliche Dicken seiner Schichten aufweist. Alter-
nativ ist es moéglich, auf unterschiedliche Emissions-
flachen voneinander unterschiedliche Konversionse-
lemente aufzusetzen, die beispielsweise in Form von
Keramik-Plattchen vorliegen, die aus einem kerami-
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schen Leuchtstoff bestehen konnen.

[0031] Gemal zumindest einer Ausfiuhrungsform
des strahlungsemittierenden Halbleiterbauteils ist zu-
mindest eine der Emissionsflachen in lateraler Rich-
tung von zumindest einer anderen Emissionsflache
umschlossen. Die laterale Richtung ist dabei diejeni-
ge Richtung, die parallel zur ersten Hauptflache des
Leuchtdiodenchips, welche auf die Emissionsflachen
umfasst, verlauft.

[0032] Beispielsweise umfasst der Leuchtdioden-
chip eine Emissionsflache, die zentral auf der ersten
Hauptflache angeordnet ist. Weitere Emissionsfla-
chen oder eine weitere Emissionsflache sind um die-
se erste Emissionsflache herum angeordnet. Eine
solche Anordnung von Emissionsflachen kann dazu
beitragen, dass eine Mischlichtmischung des Ge-
samtlichtes des Leuchtdiodenchips bereits auf Chi-
pebene stattfindet, so dass im Fernfeld der Leuchtdi-
odenchip als einheitlich emittierend erscheint. Auf zu-
satzliche optische Elemente zur Lichtmischung wie
beispielsweise diffus streuende Scheiben kann dann
verzichtet werden. Durch das Umschliefen zumin-
dest einer Emissionsflache durch wenigstens eine
andere Emissionsflache in lateraler Richtung ist also
ein strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil reali-
siert, bei dem das Gesamtlicht homogener abge-
strahlt wird, als dies beispielsweise bei der Anord-
nung von Emissionsflachen entlang einer geraden Li-
nie der Fall ware.

[0033] Auch eine streifenférmige Anordnung der
einzelnen Emissionsflachen, bei der die Emissions-
flachen jeweils als Streifen ausgebildet sind, die zum
Beispiel parallel zueinander angeordnet sind, kann
zu einem strahlungsemittierenden Halbleiterbauteil
fuhren, bei dem das Gesamtlicht besonders homo-
gen abgestrahlt wird.

[0034] Gemall zumindest einer Ausfiihrungsform
des strahlungsemittierenden Halbleiterbauteils ist zu-
mindest eine Leiterbahn zur Kontaktierung zumin-
dest eines der Emissionsbereiche des Leuchtdioden-
chips unterhalb zumindest einer Emissionsflache an-
geordnet. Diese Ausfihrungsform hat unter anderem
den Vorteil, dass die erste Hauptflache des Leuchtdi-
odenchips besonders effizient zur Auskopplung von
elektromagnetischer Strahlung genutzt werden kann,
da die Emissionsflachen nicht durch Leiterbahnen
auf der ersten Hauptflache reduziert werden. Eine
Kontaktierung des Leuchtdiodenchips kann dann
auch von nur einer Seite her, beispielsweise von der
Unterseite oder der Oberseite her, erfolgen.

[0035] Im Folgenden wird das hier beschriebene
strahlungsemittierende Halbleiterbauteil anhand von
Ausfuhrungsbeispielen und den dazugehorigen Figu-
ren naher erlautert.
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[0036] Anhand der schematischen Darstellung der
Fig. 1A, Fig. 1B, Fig. 1C, Fig. 2A, Fig. 2B, Fig. 2C,
Fig. 2D und Fig. 3 sind verschiedene Ausflihrungs-
beispiele des hier beschriebenen strahlungsemittie-
renden Halbleiterbauteils naher beschrieben.

[0037] Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende
Elemente sind in den Figuren mit denselben Bezugs-
zeichen versehen. Die Figuren und die Grofenver-
haltnisse der in den Figuren dargestellten Elemente
untereinander sind nicht als maRstablich zu betrach-
ten. Vielmehr kénnen einzelne Elemente zur besse-
ren Darstellbarkeit und/oder zum besseren Verstand-
nis Ubertrieben gro} dargestellt sein.

[0038] Die Fig.1A zeigt ein hier beschriebenes
strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil in einer
schematischen Draufsicht.

[0039] Das strahlungsemittierende Halbleiterbauteil
umfasst einen Leuchtdiodenchip 1. Der Leuchtdio-
denchip 1 weist in diesem Ausfuhrungsbeispiel zwei
Emissionsflachen 21, 22 auf. Die erste Emissionsfla-
che 21 ist zentral in einer ersten Hauptflache 1a an
der Oberseite des Leuchtdiodenchips 1 angeordnet.
Die erste Emissionsflache 21 wird in lateraler Rich-
tung zumindest stellenweise von der zweiten Emissi-
onsflache 22 umschlossen.

[0040] Jeder Emissionsflache ist ein Konversionse-
lement 31, 32 nachgeordnet, wobei sich die beiden
Konversionselemente voneinander unterscheiden.
Beispielsweise sind die Konversionselemente unter-
schiedlich dick ausgebildet. Im Betrieb des Leuchtdi-
odenchips 1 kann von den Emissionsflachen 21, 22
her zu gleichen Zeiten Mischlicht emittiert werden,
dass sich aus der jeweiligen Primarstrahlung und der
jeweiligen Sekundarstrahlung zusammensetzt.

[0041] Das strahlungsemittierende Halbleiterbauteil
umfasst ferner ein elektrisches Widerstandselement
4. Vorliegend ist das elektrische Widerstandselement
4 in den Leuchtdiodenchip integriert, indem es auf
eine Auflenfldche des Leuchtdiodenchips, namlich
der ersten Hauptflache 1a, angeordnet ist. Das Wi-
derstandselement 4 ist als Metallschicht ausgebildet,
welche eine Vielzahl von elektrisch leitenden Ab-
schnitten 41 aufweist, die gitterartig angeordnet sind.
Die Metallschicht besteht zum Beispiel aus Gold, Ni-
ckel oder Platin, das auf den Halbleiterkérper des
Leuchtdiodenchips 1 abgeschieden ist. Das Wider-
standselement 4 weist ferner Durchtrennungen 42
auf, welche manche der elektrisch leitenden Ab-
schnitte 41 derart durchtrennen, dass im Betrieb des
Leuchtdiodenchips durch diese Abschnitte kein
Strom flieRt. Das Durchtrennen der Abschnitte 41
kann beispielsweise durch Aufschmelzen oder ther-
mische Zersetzung des Abschnittes 41 erfolgen. Dies
ist zum Beispiel durch das Einpragen eines hohen
Stroms oder durch Beschuss mit Laserstrahl mdg-
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lich.

[0042] Alternativ zu einem Metall zur Bildung der
Abschnitte des Widerstandselements kann auch ein
Halbleitermaterial Verwendung finden. Der elektri-
sche Widerstand eines Widerstandselements, das
mit einem Halbleitermaterial gebildet ist, kann dann
auch durch entsprechende Dotierung — beispielswei-
se durch lonenbeschuss — des Halbleitermaterials er-
folgen. Ein solches Widerstandselement kann bei-
spielsweise auch in einen Trager fur die Emissions-
bereiche des Leuchtdiodenchips integriert sein.

[0043] Anhand der schematischen Schaltungsan-
ordnungen der Fig. 1B und Fig. 1C sind verschiede-
ne Mdglichkeiten zur Verschaltung der Emissionsbe-
reiche 2a, 2b des Leuchtdiodenchips 1 mit dem Wi-
derstandselement 4 gezeigt. In beiden Fallen werden
die Emissionsbereiche 2a, 2b uber die Kontaktstellen
5a, 5b kontaktiert. Im Ausfihrungsbeispiel der
Fig. 1B sind die Emissionsbereiche parallel geschal-
tet, das Widerstandselement ist einem der Emissi-
onsbereiche in Reihe geschaltet. Dabei ist es auch
moglich, dass dem anderen Emissionsbereich eben-
falls ein Widerstandselement 4 in Reihe geschaltet
ist.

[0044] Im Ausfiuhrungsbeispiel der Fig. 1C sind die
Emissionsbereiche 2a, 2b in Reihe geschaltet und
ein Widerstandselement 4 ist einem der Emissions-
bereiche 2a parallel geschaltet.

[0045] Die Fig. 2A bis Fig. 2D zeigen in schemati-
schen Draufsichten weitere Ausfihrungsbeispiele
von hier beschriebenen strahlungsemittierenden
Halbleiterbauteilen.

[0046] Im Ausflhrungsbeispiel der Fig. 2A ist eine
zentral angeordnete Emissionsflache 21 mit dem zu-
geordneten Konversionselement 32 von vier weite-
ren Emissionsflachen 22, 23, 24, 25 umgeben, denen
entsprechende Konversionselemente 32, 33, 34, 35
nachgeordnet sind. Ein solches strahlungsemittieren-
des Halbleiterbauteil umfasst also flinf unterschiedli-
che Emissionsbereiche mit unterschiedlichen Kon-
versionselementen. Von jedem der Emissionsflachen
her kann weilRes Mischlicht abgestrahlt werden, wo-
bei sich das Mischlicht der unterschiedlichen Emissi-
onsflachen hinsichtlich des Farbortes, der Farbtem-
peratur und/oder der Helligkeit unterscheiden kann.

[0047] Im Ausflhrungsbeispiel der Fig. 2B ist eine
Emissionsflache 21 mit dem zugeordneten Konversi-
onselement 31 von einer weiteren Emissionsflache
22 mit dem zugeordneten Konversionselement 32 la-
teral umschlossen.

[0048] Im Ausfuhrungsbeispiel der Fig.2C weist
der Leuchtdiodenchip 1 des strahlungsemittierenden
Halbleiterbauteils drei unterschiedliche Emissionsfla-
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chen mit zugeordneten Konversionselementen auf.

[0049] Im Ausfuhrungsbeispiel der Fig.2C weist
der Leuchtdiodenchip 1 des strahlungsemittierenden
Halbleiterbauteils zwei unterschiedliche Emissions-
flachen 21, 22 mit zugeordneten Konversionsele-
menten 31, 32 die jeweils streifenférmig ausgebildet
sind, auf. Die einzelnen Streifen verlaufen dabei par-
allel zueinander und sind abwechselnd angeordnet.
Von jedem der Emissionsflachen 21, 22 her kann
weilles Mischlicht abgestrahlt werden, wobei sich
das Mischlicht der unterschiedlichen Emissionsfla-
chen hinsichtlich des Farbortes, der Farbtemperatur
und/oder der Helligkeit unterscheiden kann. Die strei-
fenartige Anordnung erlaubt dabei eine besonders
gute Mischung des abgestrahlten Lichts.

[0050] Insgesamt konnen die Leuchtdiodenchips
des hier beschriebenen strahlungsemittierenden
Halbleiterbauteils hinsichtlich ihrer Emissionsberei-
che, der zugeordneten Emissionsflachen und der zu-
geordneten Konversionselemente sehr flexibel aus-
gebildet werden. Mehrere unterschiedliche Emissi-
onsflachen kénnen auf relativ kleinem Raum unter-
gebracht werden, so dass sich auch ohne weiteres
optisches Element im Fernfeld ein einheitlicher Far-
beindruck des abgestrahlten Gesamtlichtes, das eine
Uberlagerung der Mischlichte von den einzelnen
Emissionsflachen her darstellt, ergibt.

[0051] In Verbindung mit der schematischen
Schnittdarstellung der Eig. 3 ist ein Ausfuhrungsbei-
spiel eines hier beschriebenen strahlungsemittieren-
den Halbleiterbauteils naher erldutert, bei dem Leiter-
bahnen 65 zur Kontaktierung der Emissionsbereiche
2a, 2b des Leuchtdiodenchips 1 unterhalb der Emis-
sionsflachen 21, 22 angeordnet sind.

[0052] Der Leuchtdiodenchip 1 umfasst in diesem
Ausfluihrungsbeispiel zwei Emissionsbereiche 2a, 2b.
Die Emissionsbereiche 2a, 2b sind durch elektrisch
isolierende Trennschichten 61 voneinander elek-
trisch entkoppelt.

[0053] Die Kontaktstelle 5a ist mit der Leiterbahn 65
elektrisch leitend verbunden ist, welche unterhalb der
Emissionsflache 21 des Emissionsbereiches 2a ver-
lauft. Die Kontaktstelle 5b ist mit der Leiterbahn 65
elektrisch leitend verbunden ist, welche unterhalb der
Emissionsflache 22 des Emissionsbereiches 2b ver-
lauft.

[0054] Der elektrische Strom wird beispielsweise
Uber Stromaufweitungsschichten 62 von der Leiter-
bahn 65 in die aktiven Zonen 64 der Emissionsberei-
che 2a, 2b eingepragt.

[0055] Die Emissionsflachen 21, 22 kénnen bei-
spielsweise Aufrauungen 63 umfassen, welche die
Wahrscheinlichkeit flir einen Austritt von elektromag-
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netischer Strahlung erhéhen.

[0056] Ferner kénnen die Emissionsbereiche je-
weils Spiegel 68 umfassen, die zur Reflexion von
elektromagnetischer Strahlung hin zu den Emissi-
onsflachen 21, 22 vorgesehen sind.

[0057] Der Leuchtdiodenchip 1 umfasst vorliegend
ferner einen Trager 67, der mittels eines Verbin-
dungsmaterials 66, mit den weiteren Bereichen des
Leuchtdiodenchips 1 verbunden ist. Der Trager kann
elektrisch isolierend ausgebildet sein.

[0058] Ahnliche Kontaktierungsschemata, bei de-
nen Leiterbahnen unterhalb von Emissionsflachen
verlaufen, sind beispielsweise in der Druckschrift DE
10 2007 022 947 A1 naher erlautert, deren Offenba-
rungsgehalt hiermit ausdricklich unter Ruckbezug
aufgenommen wird.

[0059] Ein Widerstandselement 4 ist unterhalb den
Emissionsflachen 21, 22 angeordnet. Das Wider-
standselement 4 ist zwischen dem Leuchtdiodenchip
1 und dem Trager 67 angeordnet. Vorliegend ist das
elektrische Widerstandselement 4 in den Leuchtdio-
denchip integriert, in dem es auf eine Aulienflache
des Leuchtdiodenchips, namlich der zweiten Haupt-
flache 1b an der Unterseite des Leuchtdiodenchips 1,
angeordnet ist. Das Widerstandselement 4 ist als Me-
tallschicht ausgebildet, welche eine Vielzahl von
elektrisch leitenden Abschnitten 41 aufweist, die git-
terartig angeordnet sind (siehe dazu auch die

Fig. 1A).

[0060] Alternativ ist es auch moglich, dass das Wi-
derstandselement 4 unterhalb des Leuchtdioden-
chips 1 in den Trager 67 integriert ist. In jedem Fall ist
das Widerstandelement 4 dann vom Leuchtdioden-
chip uberdeckt und fuhrt nicht zu einer Verringerung
der Emissionsflache des Leuchtdiodenchips 1. Das
Widerstandselement 4 ist dann also unterhalb der
Emissionsflachen 21, 22 des Leuchtdiodenchips 1
angeordnet.

[0061] Die Erfindung ist nicht durch die Beschrei-
bung anhand der Ausflihrungsbeispiele auf diese be-
schrankt. Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue
Merkmal sowie jede Kombination von Merkmalen,
was insbesondere jede Kombination von Merkmalen
in den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn die-
ses Merkmal oder diese Kombination selbst nicht ex-
plizit in den Patentanspriichen oder Ausflihrungsbei-
spielen angegeben ist.
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Patentanspriiche

1. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil um-
fassend
— einen Leuchtdiodenchip (1) mit
— zumindest zwei unabhangig voneinander betreib-
baren Emissionsbereichen (2a, 2b),
— zumindest zwei unterschiedlich ausgestalteten
Konversionselementen (31, 32), wobei
— jeder der Emissionsbereiche (2a, 2b) im Betrieb
des Leuchtdiodenchips (1) zur Erzeugung von elek-
tromagnetischer Primarstrahlung vorgesehen ist,
— jeder Emissionsbereich (2a, 2b) eine Emissionsfla-
che (21, 22) aufweist, durch welche zumindest ein
Teil der Primarstrahlung aus dem Leuchtdiodenchips
(1) ausgekoppelt wird,
— die Konversionselemente (31, 32) zur Absorption
zumindest eines Teils der Primarstrahlung und zur
Re-Emission von Sekundarstrahlung vorgesehen
sind,
— die unterschiedlich ausgestalteten Konversionsele-
mente (31, 32) unterschiedlichen Emissionsflachen
nachgeordnet sind,
— einem elektrischen Widerstandselement (4), das zu
zumindest einem der Emissionsbereiche (2a, 2b) in
Reihe oder parallel geschaltet ist.
2. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil
nach dem vorherigen Anspruch,
—bei dem das Widerstandselement (4) in den Leucht-
diodenchip (1) integriert ist.

3. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil
nach einem der vorherigen Anspriiche,
— bei dem das Widerstandselement (4) auf eine Au-
Renflache des Leuchtdiodenchips (1) aufgebracht ist.

4. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil
nach einem der vorherigen Anspriiche,
— bei dem das Widerstandselement (4) unterhalb der
Emissionsflachen (21, 22) des Leuchtdiodenchips (1)
angeordnet ist.

5. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil
nach einem der vorherigen Anspriiche,
— bei dem das Widerstandselement (4) als Schicht
ausgebildet ist, die auf eine AuRenflache des Leucht-
diodenchips aufgebracht ist.

6. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil
nach dem vorherigen Anspruch,
— bei dem die Schicht eine Vielzahl von elektrisch lei-
tenden Abschnitten (41) aufweist, wobei zumindest
einer der Abschnitte zur Einstellung des Widerstands
des Widerstandselements (4) durchtrennt ist, so dass
im Betrieb des Leuchtdiodenchips (1) durch diesen
Abschnitt kein Strom fliel3t.

7. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil
nach einem der vorherigen Anspriiche,
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—bei dem die Schicht auf derjenigen Hauptflache (1a)
des Leuchtdiodenchips (1) angeordnet ist, die auch
die Emissionsflachen (21, 22) umfasst.

8. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil
nach einem der vorherigen Anspriiche,
— bei dem die Schicht auf derjenigen Hauptflache
(1b) des Leuchtdiodenchips (1) angeordnet ist, die
den Emissionsflachen (21, 22) gegenuber liegt.

9. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil
nach einem der vorherigen Anspriiche,
— bei dem die Schicht aus einem Metall besteht.

10. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil
nach einem der vorherigen Anspriiche,
— bei dem die Schicht aus einem dotierten Halbleiter-
material besteht, wobei der Widerstand des Wider-
standselements (4) zusatzlich oder alternativ zu
Durchtrennungen (42) der Abschnitte (41) mittels der
Dotierung eingestellt ist.

11. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil
nach einem der vorherigen Anspriiche,
— bei dem jeder Emissionsflache (21, 22) ein Konver-
sionselement (31, 32) nachgeordnet ist, wobei sich
die Primarstrahlung und die Sekundarstrahlung je-
weils zu weilem Mischlicht mischt.

12. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil
nach einem der vorherigen Anspriiche,
— bei dem sich die unterschiedlich ausgestalteten
Konversionselemente (31, 32) hinsichtlich ihrer Dicke
(D) unterscheiden.

13. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil
nach einem der vorherigen Anspriiche,
— bei dem im Betrieb des Leuchtdiodenchips (1) von
jeder Emissionsflache (21, 22) her weifes Mischlicht
emittiert wird, wobei sich das Mischlicht von zumin-
dest zwei unterschiedlichen Emissionsbereiche (2a,
2b) hinsichtlich Farbort und/oder Farbtemperatur
und/oder Helligkeit unterscheidet.

14. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil
nach einem der vorherigen Anspriiche,
— bei dem zumindest eine Emissionsflache (21) in la-
teraler Richtung von zumindest einer anderen Emis-
sionsflache (22, 23, 24, 25) umschlossen ist.

15. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauteil
nach einem der vorherigen Anspriiche,
—bei dem zumindest eine Leiterbahn (65) zur Kontak-
tierung zumindest eines Emissionsbereichs (2a, 2b)
des Leuchtdiodenchips (1) unterhalb zumindest einer
Emissionsflache (21, 22) angeordnet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen

FIG 1A
122, 32
™21, 31
T~1
5}a 5}b
L/,/, ,D | I;lﬂl]qyﬁf_J vi—1a
4 4/ 42
FIG 1B FIG1C
> Cor)+—(oh)
< YT
4 2a 2a 2b
2b

10/13



DE 10 2009 037 186 A1

FIG 2A

2011.

02.17

22,32~

24, 34

-23, 33

s

-25, 35

FIG 2B

22 ,32

N

-22 ,32

-22 ,32

—22 ,32

11/13



DE 10 2009 037 186 A1 2011.02.17

FIG 2C
21 31
2232 ; TN-23.33
1L
23 331 ]
22,32
FIG 2D
22,3270 | T2, 32
21,3141 | |

12/13



FIG

DE 10 2009 037 186 A1 2011.02.17
3
2Aa 2Ab
31 o 61 32 22
\; \ \| \ 83
5a 62

66/
67J

13/13




	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

